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将 测 试 掩 膜 覆 盖 在 基 板 的 表 面 上 ， 所 述 测 试 掩 膜 具 冇 多 个 镂 空
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5101 COVERING A TESTING MASK ONTO A SURFACE O F A SUBSTRATE, WHEREIN

THE TESTING MASK IS PROVIDED WITH A PLURALITY O F HOLLOWS

5102 PERFORMING SPUTTER COATING O N THE SUBSTRATE COVERED WITH THE

TESTING MASK

5103 REMOVING THE TESTING MASK AND TAKING A MEASUREMENT IN A PROBE

METHOD

(57) Abstract: A film thickness testing method, comprising: covering a testing mask with a hollow part onto a surface o f a substrate

(S101); coating the substrate covered with the testing mask (SI 02), thereby forming a film a t a place o n the substrate at least corres

ponding t o the hollow part; removing the testing mask and measuring a thickness o f the film in a probe method (S103). Further

provided i s a film thickness testing device. The method and device can ensure the testing accuracy while reducing the costs o f meas

urement o f the film thickness.

(57) 摘 要 : 一 种 测 试 薄 膜 厚 度 的 方 法 ， 其 包 括 ： 将 具 有 镂 空 部 的 测 试 掩 膜 覆 盖 在 一 基 板 的 表 面 上 （S101 ) ：

盖 有 测 试 掩 膜 的 基 板 进 行 镀 膜 （S102 ) ， 从 而 在 基 板 上 至 少 与 镂 空 部 对 应 的 位 置 处 形 成 薄 膜 ； 移 除 测 试 掩 膜 ，

利 用 探 针 法 对 薄 膜 的 厚 度 进 行 测 量 （S103 ) 。 还 提 供 了 一 种 测 试 薄 膜 厚 度 的 装 置 。 该 方 法 和 装 置 能 够 在 保 证

试 精 度 的 同 时 ， 降 低 测 量 薄 膜 厚 度 的 成 本 。



薄膜厚度的测试方法和装置

技术领域

本发明涉及测试领域 ，尤其涉及一种薄膜厚度的测试方法和装置。

背景技术

当今 的工业产品普遍采用 了薄膜技术，即在产品的表 面镀制一层薄膜 ，

从 而起到防止材料表 面发生腐蚀 、氧化等不 良反应 ，进而起到提 高材料耐用

性的效果；或者起到赋予材料与基体不同的性能而增加材料功能的效果；或

者起到使材料更加美观 的效果。在很 多方面的应用 中，薄膜 的厚度对产品的

质量有着相 当大的影响，因而需要谨慎设计薄膜 的厚度 。

对于 固体薄膜厚度 的测试 ， 目前普遍使用的测试方法主要 包括探针法和

光学法两大类。探针法的原理是利用力学敏感的探针沿着样品表 面划过 ，记

录表 面的形貌 ，从 而测 出薄膜厚度 ；光学法是利用光的干涉或衍射来测 出薄

膜厚度 。其 中，光学法的适用范围较 窄，若样品表 面不平整或样品表 面镀有

多种膜层 ，光学法的测试精度会受到很 大的影响，而探针法几乎适用于各种

情况的样品表 面，并且测试精度较 高，故而相对于光学法而言具有更广泛的

应用范围。

在使用探针法之前 ，需要将镀制 了薄膜 的样 品上的薄膜 的一部分去除，

暴露 出一部分基板 ，使得基板表 面和薄膜表 面之前形成一定的厚度差异 ，通

常这一步骤可称为台阶制备 。现有 的台阶制备方法主要有化 学腐蚀法和掩膜

法两种 。化 学腐蚀法往往会在腐蚀界面上造成一个有一定坡度 的腐蚀 台阶，

影响到测试精度 ；掩膜法适用于大多数 的台阶制备工艺，但是要制作合适的

细窄的或者带有 细窄凹槽 的掩膜材料 ，每次镀膜都要用新 的掩膜材料 ，成本

高而且 不环保 。所以，现在需要一种测试精度 高并且成本较低 的方法来测试

薄膜 的厚度 。



发明内容

本发 明所要解决的技术问题在于提供一种测试薄膜厚度 的方法和装置，

能够在保证测试精度的同时，降低测试薄膜厚度 的成本。

为解决上述技术问题 ，本发 明薄膜厚度 的测试方法和装置采用如下技术

方案：

本发明第一方面提供 了一种薄膜厚度的测试方法，包括：

将具有镂 空部 ，优选为多个镂 空部的测试掩膜覆盖在一基板的表面上；

对覆盖有测试掩膜 的基板进行镀膜 ，从 而在基板上至少与镂 空部对应 的

位置处形成薄膜 ；

移除测试掩膜 ，利用探针法对薄膜的厚度进行测量。

所述将测试掩膜覆盖在基板的表 面上可 包括：

利用紫外光 固化胶 ，将所述测试掩膜贴附在所述基板的表面上。

所述将测试掩膜覆盖在基板的表 面上可 包括：

提供一悬浮掩膜 ，利用悬浮掩膜 的底部和基板 的共 同作用 ，使得所述测

试掩膜覆盖在所述基板的表面上。

所述测试掩膜具有 的镂 空部为正多边形 、圓形或不规则形状。

所述测试掩膜 的材质为金属或金属氧化物。

在本发 明实施例的技术方案 中，提供 了一种薄膜厚度 的测试方法，该方

法制得 的待测薄膜 的边缘清晰，台阶明显 ，并且基板表 面上有多处可选择测

试厚度 的区域 ，技术人 员在使用探针测试时，可任意选择测试位置，测试点

数 的分布也可 自行决定，同时测试膜厚均一性范围较 大，测试精度 高；并且

该覆盖有薄膜 的测试掩膜在经过清洁处理后 ，可多次重复使用 ，与现有 的掩

膜法相 比，无需每次使用新的掩膜材料 ，成本低且环保 。

本发明第二方面提供 了一种薄膜厚度的测试装置，包括：

具有镂 空部 ，优选具有多个镂 空部的测试掩膜 ，该测试掩膜 能被覆盖在

一基板的表 面上，用于在基板上形成待测量厚度 的薄膜 。



所述的测试装置还可包括悬浮掩膜，所述悬浮掩膜上设置有所述测试掩

膜，利用悬浮掩膜和基板的共同作用，能使测试掩膜覆盖在基板的表面上，

以便测试薄膜的厚度。

在一个实施例中，测试掩膜能呈卷曲状设置于悬浮掩膜底部的一侧，而

且能从弯曲状展开以便用于测试薄膜厚度。

在一个实施例中，测试掩膜可贴附在悬浮掩膜的底部。

所述测试掩膜的材质可以是金属或金属氧化物。

在此方面的一个实施例中，覆盖在基板表面上的测试掩膜能通过镀膜，

在基板上形成待测量厚度的薄膜。

在本实施例的技术方案中，提供了一种薄膜厚度的测试装置，该测试装

置中的悬浮掩膜上设置有测试掩膜，该测试装置使用方便，适用范围广，并

且使用该测试装置制得的待测的薄膜的边缘清晰，台阶明显，并且基板表面

上有多处可选择测试厚度的区域，技术人员在探针测试时的，可任意选择测

试位置，点数分布也可 自行决定，同时测试膜厚均一性范围较大，测试精度

高；并且该覆盖有薄膜的测试掩膜在经过清洁处理后，可多次重复使用，与

现有的掩膜法相比，无需每次使用新的掩膜材料，成本低且环保。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所

需要使用的附图作筒单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发

明的一些具体实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动

的前提下，还可以根据这些附图公开的内容获得其他的实施方式。

图 1 为本发明中的薄膜厚度的测试方法流程图；

图 2a~2c 为本发明中的薄膜厚度的测试方法的过程示意图；

图 3 为本发明中的悬浮掩膜和测试掩膜配合使用的截面示意图；

图 4 为本发明中的测试掩膜的平面示意图；

图 5a~5c 为本发明中的薄膜厚度测试装置在使用过程中的结构示意图；



图 6 为本发 明 中的薄膜厚度 测试装置的结构截 面示意 图。

附图标记说 明： 1—基板 ；2— 测试掩膜 ；3—靶材 ；4— 薄膜 ；5— 悬浮掩

具体 实施 方式

下面将 结合描 述本发 明实施例 的附图，对本发 明实施例 中的技 术方案进

行清楚 、完整地描 述 ，显 然 ，所描 述 的实施例是本发 明一部分 实施 例 ，而 不

是全部 的实施例 。基 于本发 明 中的实施例 ，本领域普通技 术人 员在 没有做 出

创造 性劳动前提 下所获得 的所有其他 实施 例 ，都属 于本发 明保护 的范围。

实施例一

本发 明的该 实施例提供一种 薄膜厚度 的测试方法 ，如 图 1 所示 ，该方法

包括 ：

步骤 S101 、将 测试掩膜覆盖在基板 的表 面上 ，所述测试掩膜具有 多个镂

空部 ；

如 图 2a 所示 ，测试掩膜 2 应 紧密地覆盖在基板 1 的表 面上 ，为保证 高的

测试精度做基础 。

例如 ，可 以通过利用 紫外线 固化胶等粘接 剂 ，将所述测试掩膜 2 紧密地 、

无 空隙地贴 附在所述基板 1 的表 面上 。

在本发 明的实施例 中，待 测厚度 的薄膜是镀敷在基板 1 上 的。例如 ，可

通过溅射镀膜将薄膜敷在基板 1 上 。在进行 溅射 时 ，至少需要 在基板 上

与镂 空部对应 的位 置处形成待 测薄膜 。为此 ，可 以仅在镂 空部 溅射 当

然也可 以在基板 的整个 范围内！ 同样也会在基板上与镂 空部对应 的位 置

处形成薄膜 。为 了提 高通过溅射镀上 的薄膜 4 的优 良性 ，有 时候在 溅射镀膜

时，在基板 1 的需要翻 莫的一 面上设 置筒状 的悬浮掩膜 5 , 如 图 3 所示 。可

以利用该 悬浮掩膜 5 与基板 1 之 间的作用力 ，使得 悬浮掩膜 5 与基板 1 共 同

压制住 测试掩膜 的边缘 ，提 高测试掩膜 与基板 1 的 紧密程度 。

通常 ，基板 1 的边缘是 不需要 溅射镀膜 的，可在基板 1 的边缘上 包裹一

层掩膜 ，此处可称 为防着板 ，以防止基板 1 的边缘被 溅射 。此 时，测试

掩膜 可放 置在基板 1 和 防着板之 间，可进一步提 高测试掩膜 与基板 1 之

间的紧密程度 。



一般 的，如 图 4 所示 ，所述测试掩膜 2 上具有 的镂 空部 的形状 、位置 、

大小等性质 均可任 意设 置 ，例如 ，可设置为正方形等正 多边形 、圓形或不规

则形状 ，本发 明的技术方案对此不做具体 限制 。

步骤 S102 、对所述覆盖有测试掩膜 的基板进行溅射镀膜 ；

所谓 "溅射 " 是指荷 能粒子轰击 固体表 面(如本说 明书附图 2b 中的靶材

3)、使 固体原子 (或分子)从表 面射 出的现 象。如 图 2b 所示 ，由于靶材 3 位 于

覆盖有 测试掩膜 2 的基板 1 的对 面，射 出的 固体原子 （或分子 ）可均 匀覆盖

在测试掩膜 以及测试掩膜 的镂 空部分处的基板 1 上 ，形成一层薄膜 4 ,

此 即为溅射 通常这一层薄膜 4 的厚度 为纳米级别甚至更薄。

步骤 S103 、移除所述测试掩膜 ，利用探针 法进行测量 ；

如 图 2c 所示 ，移 除测试掩膜 后 ，覆盖在测试掩膜 表 面的薄膜 4 同时

被移除 ，基板 1 上 由于测试掩膜 具有 的镂 空部 而暴露在外的部分上覆盖 了

薄膜 4 , 而被 测试掩膜 2 其余部分遮挡 的基板 1 则保持翻 莫前 的状 态，则测

试掩膜 2 移 除后 ，基板 1 上形成 了所谓 的台阶，此时可利用探针 法对翻 莫的

厚度进行测量 。

由于测试掩膜 可连 同覆盖于其上的薄膜 4 一起被 直接移 除，所以会使

得基板 1 上 由测试掩膜 的镂 空部分形成的薄膜 4 具有 清晰的边缘 ，形成 明

显 的台阶。同时，该基板 1表 面上有 多处可选择 测试厚度 的区域 ，技术人 员

在探针测试 时，可任意选择 测试位 置 ，测试点数 的分布也可 自行决定 ，同时

测试膜厚 的均一性 范围较 大，测试精度 高；并且该覆盖有薄膜 4 的测试掩膜

2 在经过清洁处理后 ，可多次重复使用 ，与现有 的掩膜 法相 比，无需每次使

用新 的掩膜材料 ，成本低且环保 。

通常 ，测试掩膜 2 的材质可根据 实际使用情况选用 ，常用的测试掩膜 2

的材质 包括金属 、金属氧化物 、陶瓷、玻璃等 。

在本 实施例的技术方案 中，提供 了一种 薄膜厚度 的测试方法，该方法制

得 的待测的薄膜 的边缘清晰 ，台阶明显 ，并且基板表 面上有 多处可选择 测试

厚度 的区域 ，技术人 员在使用探针 测试时，可任 意选择 测试位 置 ，测试点数

分布也可 自行决定 ，同时测试膜厚 均一性范围较 大，测试精度 高；并且该覆

盖有 薄膜 的测试掩膜在经过清洁处理后 ，可多次重复使用 ，与现有 的掩膜 法

相 比，无需每次使用新 的掩膜材料 ，成本低且环保 。



实施例二

本发明的该实施例提供一种薄膜厚度的测试装置，该装置包括图 4 所示

的测试掩膜 2 , 所述测试掩膜 2 具有多个镂空部，当需要测试薄膜厚度时，

将所述测试掩膜 覆盖在基板的表面上。

其中，所述测试掩膜 2 具有多个镂空部，如图 4 所示，所述测试掩膜 2

上具有的镂空部的形状、位置、大小等性质均可任意设置，例如，可设置为

正方形等正多边形、圓形或不规则形状，本发明的技术方案对此不进行限制。

如图 2a 所示，在需要测试薄膜厚度时，测试掩膜 2 应紧密地覆盖在基板

1 的表面上，为保证高的测试精度 础。

例如，可以通过利用紫外线固化胶等粘接剂，将所述测试掩膜 紧密地、

无空隙地贴附在所述基板 1 的表面上。

在本发明的实施例中，待测厚度的薄膜是镀敷在基板 1上的。例如，可

通过溅射镀膜将薄膜敷在基板 1上。为了提高通过溅射镀上的薄膜 4 的优良

性，有时候在溅射翻 莫时，在基板 1 的需要翻 莫的一面上设置筒状的悬浮掩

膜 5 , 可以利用该悬浮掩膜 与基板 1之间的作用力，如图 3 所示，当需要

测试薄膜厚度时，悬浮掩膜 与基板 1共同压制住测试掩膜 的边缘，将所

述测试掩膜 覆盖在所述基板的表面上，提高测试掩膜 与基板 1 的紧密程

度。

进一步地，可以将悬浮掩膜 5 和测试掩膜 2 结合为一体，即所述悬浮掩

膜 5 上设置有所述测试掩膜 2 , 当需要测试薄膜 4 的厚度时，所述悬浮掩膜

和基板 1共同作用，使得所述测试掩膜 覆盖在所述基板 1 的表面上，便于

测试掩膜 2 的使用。

以图 5a~5c 或图 6 的内容为例，其中，图 5a~5c 或图 6 中各为一种将测

试掩膜 设置在悬浮掩膜 5 上的可能的实施方式。这仅作为优选实施例来进

行说明，对本发明的实施方式不进行任何限定。

如图 5a 所示，当所述测试装置处于非工作状态时，所述测试掩膜 2 呈卷

曲状设置于所述悬浮掩膜 5 底部的一侧，当需要测试薄膜 4 厚度时，如图 5b

所示，展开所述测试掩膜 2 , 使所述测试掩膜 2 平铺在悬浮掩膜 5 底面上，

如图 5c 所示，之后，即可通过悬浮掩膜 5 和基板 1之间的作用力，将所述测

试掩膜 覆盖在所述基板 1 的表面上。



为了加强所述测试掩膜 2 和悬浮掩膜 5 之间的配合，优选的，可以在测

试掩膜 上设置一个卡扣，在悬浮掩膜 5 底部设置有测试掩膜 的对面一侧

设置有和该卡扣相配合的卡勾，使得测试掩膜 在平铺在悬浮掩膜 的底面

之后，通过卡扣和卡勾之间的配合，加强所述测试掩膜 2 和悬浮掩膜 5 之间

的配合。

由于图 5a~5c 所对应的装置实施例中的测试掩膜 需要卷曲起来放置，

故而，测试掩膜 2 的材质必须具有较好的柔韧性、延展性，可考虑利用金属

或金属氧化物来制作测试掩膜 2 , 其中，优选为绝缘的金属氧化物。

或者如图 6 所示，直接将所述测试掩膜 贴附在所述悬浮掩膜 5 的底部，

在需要进行翻 莫厚度测试时，将贴附有测试掩膜 的悬浮掩膜 放置在基板

上，在确定所述测试掩膜 2 覆盖在所述基板 1 的表面上后，对基板进行 1 溅

射镀膜。

图 6 所对应的实施例中的测试掩膜 可采用任一种材质制作，例如金属、

金属氧化物、陶瓷或玻璃等。

在本实施例的技术方案中，提供了一种薄膜厚度的测试装置，该测试装

置中的悬浮掩膜上设置有测试掩膜，该测试装置使用方便，适用范围广，并

且使用该测试装置制得的待测的薄膜的边缘清晰，台阶明显，并且基板表面

上有多处可选择测试厚度的区域，技术人员在使用探针测试时，可任意选择

测试位置，测试点数分布也可 自行决定，同时测试膜厚均一性范围较大，测

试精度高；并且该覆盖有薄膜的测试掩膜在经过清洁处理后，可多次重复使

用，与现有的掩膜法相比，无需每次使用新的掩膜材料，成本低且环保。

以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限

于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易

想到变化或替换，这些变化或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，

本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。



W O 2014/180132 PCT/CN2013/088973

权利要求书

1、一种测试薄膜厚度 的方法，包括以下步骤：

将测试掩膜覆盖在一基板 的表 面上，所述测试掩膜具有镂 空部；

对覆盖有所述测试掩膜的所述基板进行 从而在所述基板上至少与

所述镂 空部对应的位置处形成薄膜 ；

移除所述测试掩膜 ，利用探针法对所述薄膜 的厚度进行测量。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其 中，所述将测试掩膜覆盖在基板的表

面上 包括：

利用紫外光 固化胶 ，将所述测试掩膜贴附在所述基板的表面上。

3、根据权利要求 1 所述的方法，其 中，所述将测试掩膜覆盖在基板的表

面上 包括：

提供一悬浮掩膜 ，利用所述悬浮掩膜 的底部和所述基板的共 同作用，使

得所述测试掩膜覆盖在所述基板的表 面上。

4、根据权利要求 1 所述的方法，其 中，

所述测试掩膜具有 的镂 空部为正多边形 、圓形或不规则形状。

5、根据权利要求 1-4 中任一项所述的方法，其 中，

所述测试掩膜 的材质为金属或金属氧化物。

6、根据权利要求 1-4 中任一项所述的方法，其 中，

所述镂 空部的数 目为多个。

7、一种测量薄膜厚度的测试装置，包括：

测试掩膜 ，所述测试掩膜具有镂 空部 ，且所述测试掩膜能被覆盖在一基

板的表面上 ，用于在所述基板上形成待测量厚度 的所述薄膜 。

8、根据权利要求 7 所述的测试装置，还 包括悬浮掩膜 ，其 中，

所述测试掩膜设置在所述悬浮掩膜上 ，利用所述悬浮掩膜和所述基板 的

共 同作用，能使所述测试掩膜覆盖在所述基板的表面上 ，以便 测试所述薄膜

的厚度 。

9、根据权利要求 8 所述的测试装置，其 中，

所述测试掩膜 能呈卷曲状设置于所述悬浮掩膜底部的一侧 ，且所述测试

掩膜 能从弯曲状展开以便用于测试所述薄膜 的厚度 。



10、根据权利要求 8 所述的测试装置，其中，

所述测试掩膜贴附在所述悬浮掩膜的底部。

11、根据权利要求 7-10 中任一项所述的测试装置，其中，

所述测试掩膜的材质为金属或金属氧化物。

12、根据权利要求 7-10 中任一项所述的测试装置，其中，

所述镂空部的数 目为多个。

13、根据权利要求 7-10 中任一项所述的测试装置，其中，

覆盖在所述基板的表面上的所述测试掩膜能通过镀膜，在所述基板上形

成待测量厚度的所述薄膜。
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